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１． 概要（Summary） 

SiC パワー半導体デバイスにおいては、デバイス・オフ

時に高い耐圧をもたせるために、デバイスの周辺部に部

分的に不純物を注入し、電界集中する部分を緩和する必

要がある。これを行うための設計基準を得るために、今後

実際のイオン注入および活性化実験によるデータ収集を

行いたいと考えている。すなわち、高温下でアルミもしくは

ボロンの不純物イオン注入を行い、さらに高温不純物活

性化を行い、その後SIMSによるSiC中の不純物分布測

定および活性化率測定などの電気的特性評価を行いた

いと考えている。 

今回 SiC 研究を進めている広島大学ナノデバイス・バ

イオ融合科学研究所にSiC基板へのイオン注入、熱処理、

および注入された基板の注入分布および電気的特性評

価について相談を行った。まず高温イオン注入について

の装置は来年度以降に使用することも含め相談を行った。

またイオン注入後は不純物活性化のための熱処理が必

要であるが、シリコンカーバイドにおいては高温処理

（1500℃以上）が必要であり、広島大学ナノデバイス・バイ

オ融合科学研究所では実施できない。そのため別途外

注に依頼することを検討したいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ion implantation machine. Use of 

high temperature implantation will be 

examined from year 2014. 

 


